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1) Tres materiales sethiconductores tienen masas efectivas similares, pero distinta energia de gap. En la tabla,
se resumen algunos de sus pardmetros fisicos a temperatura ambiente. Con cada uno de estos materiales
intrinsecos se fabrica una muestra de iguales dimensiones (drea y longitud), conegctando un electrédo en
cada extremo }JE:II‘EI. su conexion en un circuito eléctrico. jCudl muestra presentard/menor resistencia?

A) L tradel SC 1 tard istencia.

) La muestra de presentara menor resistencia 5C1 802 303
B) La muestra del SC 2 presentaré menor resistencia. E, (eV) 0.8 11 15
C) La muestra del SC 3 presentard menor resistencia. pn (cm?/(Vs)) 700 1200 900

tp (cm?/(Vs)) 250 600 300

D) Todos presentaran el mismo valor de resistencia.
2) Para un transistor MOSFET canal N, jcuél de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de “El
Pinch-oft™?
A) Cuando sucede “El Pinch-off”, en el extremo de Drain el campo eléctrico lateral es nulo.

B) Una vez superado “El Pinch-off”, el campo eléctrico lateral en todo el canal aumenta considera-
blemente y es muy elevado.

C) Una vez superado “El Pinch-off”, la densidad de portadores libres en el canal aumenta conside-
rablemente, pero el campo eléctrico disminuye manteniendo la corriente constante.

D) Una vez superado “El Pinch-off”, se mantienen constantes tanto la densidad de portadores como
el campo eléctrico lateral a lo largo del canal, de forma tal que la corriente se mantiene constante.

E) En régimen de saturacion la corriente no satura, sino que el canal estd saturado de portadores y
el transistor se comporta como un resistor de bajo valor.

3) iEn qué régimen estd polarizado el transistor TBJ del circuito de la figura? Vee
Datos: 3 = 280; V4 — o0; Voo = 5V; Rp1 = 100k2; Rpy = 286,7k(;
R=1kQ; Vr =08V; u, C'_W/L=240pA/V?% X = 0. R
A} Modo Activo Directo. - i - .
B) Modo Activo Inverso,
. Rgy é:
C) Saturacién. | R
D) Corte.
EE) No hay suficientes datos para determinarlo. =

4) Se implementa un amplificador emisor comiin sin realimentacién con un transistor NPN con parametros
B - 300 y V4 — oo. La tensién de alimentacién es Voo = 9V, y el transistor estd polarizado con una
resistencia de base Rp = 64k} entre la fuente de alimentacién y la base del transistor, y una resistencia
de “‘-”Ieftﬂfa R = 1502 conectada a la fuente de alimentacién. A la entrada del amplificador, se conecta
una sefial senoidal (v;) de tensién pico 15mV y resistencia serie R; = 200() a través de un capacitor
de f}esacop le de valor adecuado. Calcular Ao, Rin ¥ Royr. La respuesta se considera correcta si los 3
parametros estan bien calculados. |

5) Un diodo de potencia opera con una corriente y una tensién que varian de forma periédica disipando
tna potencia media de 25 W. Sabiendo que el diodo posee una Voy = 1V, que se encuentra en un
gabinete que alcanza los 60°C ¥ que sus caracteristicas térmicas son gy = 4°C/W; Tjmax = 135°C y &ue
Pingx(@Tymp = 25°C) = 22 W, indicar el valor méximo de la resistencia térmica del disipador que debe
adosarse al encapsulado del transistor. '



